
поверхности измепепио энтропии, начиная с некоторого расстояния от излучателя, 
в среднем растет (кривая 2 фиг. 2).

Описанный выше метод исследования звукового канала связи будет справедлив 
и при достаточно медленных флюктуациях параметров канала. На качество и, сле­
довательно, скорость передачи информации через капал влияют в этом случае вре­
менные изменения коэффициента передачи.

В заключение отметим, что яркостная запись частотпых характеристик на фото­
пленке делает возможной обработку экспериментального материала на низкочастот­
ном коррелометре [5] с целью нахождения функции корреляции частотных характе­
ристик при наличии флюктуации параметров канала.

Таким образом, данная работа показывает на модели возможность применения 
методов теории информации для анализа пронуекпой способности звукового канала 
в море.
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УДК 534.286
К ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ПОГЛОЩЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН В СОЕДИНЕНИЯХ A '” BV

Б. А. Б обы лев , Л. Ф. К р а в ч е н к о

При измерении температурной зависимости поглощения ультразвуковых волн 
в соединениях AUIBV была обнаружена аномалии поглощения в области 50—60° К.

Измерение поглощения проводилось импульсным методом, описанным ранее [1], 
но с использованием импульсного селектора с импульсным вольтметром 5 с выходом

на самописец 6‘, и низкотемпературного криостата, 
позволяющего изменять температуру образца, меняя 
положение держателя над хладоагентом. На фиг. 1 

показана схема установки, где 1 — генератор радио­
импульсов, 2, 3, 4 — измерительный приемник, 7 — 
спнхропизирующпй генератор, 8 — криостат, 9 — об­
разец. Использованная схема позволяла непрерывно 
следить за изменением поглощения в зависимости 
от температуры но изменению амплитуды выбран­
ного импульса. Средняя чувствительность к изме­
нению поглощения составляла 1%. Изменение тем­
пературы производилось естественным нагревани­
ем держатели. Конструкция криостата позволяла 
изменять скорость нагревания в достаточно широ­
ких пределах. Температура измерялась угольным 
сопротивлением.

Измерения были выполнены на образцах л-InSi), 
д-GaSb, n-InAs и GaAs п и д-тила на частоте 
9 0  Мгц.

На фиг. 2, а приведены типичные температур­
ные зависимости поглощения продольных волн, рас­
пространяющихся в направлении <11()> в образцах 
(iaSb {!) и GaAs {2). На фиг. 2,6 представлены за­
висимости поглощения сдвиговых волн с поляриза­
цией <110>, распространяющихся в направлении
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<110> в образцах InAs (1) и InSb (2). На графиках поглощение отсчитывается от 
уровня поглощения при паинизшей температуре.

При томнературо ~  (Ю° К наблюдается отклонение от характерной температур­
ной зависимости поглощения, которая обычно объясняется фононным поглощением. 
Максимум поглощения имеет топкую структуру, которая выявляется при медленном 
нагревании исследуемого образца, когда не сказывается постоянная времени импульс­
ного вольтметра. На фиг. 3 приведена запись поглощения в области 50—60° К сдвиго­
вых волн, распространяющихся в направлении <П0> с поляризацией <100> в высоко­
омном re-GaAs.

Пики тонкой структуры не являются следствием интерференционных аффектов; 
кварцевая пластинка и акустическая связка также не являются причиной появления 
этой особенности, поскольку она наблюдается и при возбуждении звука преобразова­
телем на обедненном слое. При изменении частоты до 150 Мгц изменения темпера­
турного положения особенности не замечено.
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